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第 2 章では，将来採用されてきた 5 MOST構成の CMOSRAM メモリセjレの問題点を明確にし，
書込み期聞にメモリセノレ電源を接地電位に保持する乙とを提案し， 乙の問題点を解決しうる新しい 5M
OST メモリセルが構成可能で、ある乙とを示し，さらにその周辺回路構成をも提案している。 乙の 5M
OSTメモリセノレはその占有面積を同一設計基準による 6 MOST メモリセノレに比較して約 30% 減少
しうることを示している。また，乙の新しいメモリセル及び周辺回路を用いて. 2 K ピ、ット CMOSRAM
を試作し，乙の提案の工学応用上の有効性を示している。
第 3 章では. MOSROMメモリセルの配列方式に関して，直並列配列の概念を新しく導入し， 乙のメ
モリセノレ配列方式による ROMの占有面積およびデータ読出し時聞を 従来の並列ならびに直列メモ
リセノレ配列方式のものと比較検討して， その一般性を示している。乙の結果，従来の直列あるいは並列
メモリセ j哨己列方式はし、ずれも 直並タ噛己列万式の特殊な場合として取り扱える乙とを示している。 ま










情報処理装置の高性能化iζ{判、 大容量の MOS メモリに対する要求はますます増大しつつある白本
論文は，このような状況のもとで， MOSRAM , MOSROM およびデコーダの高密度回路構成への適
用に関して多くの新しい知見を得ているが，その主なものは次のようなものである。
(1 ) 書込み期聞にメモリセノレ電源を接地電位に保持する 5 MOST 構成の CMOSRAMメモリセルおよ
びその周辺回路構成を提案し その動作特性を解明している口また このメモリセルの占有面積は同
一設計基準による 6 MOST メモリセノレと比較して約 3 0 箔減少しうる乙とを実証している白
(2) 直並列 MOSROM メモリセ Jレ配列方式の概念を提唱し，従来の直列あるいは並列メモリセル配列方
式をも包含したより一般性をもっメモリセ)1，骨己列方式であることを明らかにしている白また， このメ
モリセル配列万式を 128K ビット CMOSROMI乙適用し，その有用性を実証している白
(3) 隣接した 2 つのデコーダ回路に全く共通の論理和ゲートを共用した完全スタティック形デコーダ回
路を提案している白このデコーダ回路の構成素子数は従来のデコーダ回路方式に比べて約 20%減少
できる ζ とを示し，また，乙のデコ←ダ回路を 64K ピットの MOSROM H:適用して，デコーダ回路
の占有面積の減少ならびに動作速度の改善に有効である乙とを実証している。
以上のように，本論文は高密度MOS メモリ回路構成に関する多くの重要な新知見を含み，集積回路
工学に寄与するところが大きい白よって本論文は博士論文として価値あるものと認める白
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